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"do el revestimiento quimico a curar estd protegido por’ =

vestimiento a curar por radiacibén UV procedente de lampa-

Hoja nam. l

La presente invencidn se refiere a un método na-
ra reducir'al minimo la deposicién.dé vapor sobre la bpti
ca y las lamparas de un sistema para curar materiales de
revestimiento, y!més en particular de un sistema para cu~
rar materiales de revestimiento fotocurables usando lam-
paras de vapor de mercurio; V

Es bien sabido que'se consigue una mejora sig-

nificativa en el tratamiento de fotopolimerizacidén cuan-

una atmbésfera inerte durante la exposicién a la radiacién
vltravioleta (UV). ILas lamparas de vapor de mercurio ‘som
una fuente principal de energia ultravioleta. Mas recién-
temente se han desarrollado sistemas paré proteger un -re-
ras de vapor de mercupio. Uno de tales sistemas esta des;
crito en las patentes de los EE,UU. 3.935.950, expedida
el 10 de febrero de 1976, y 3.807.052, expedida el 30 de
abril de 1974. Tales sistemas incluyen un recinto de tra=-
tamiento para irradiar un revestimiento sobre un producto
en movimiento, que atraviesa el recinto. El recinto cone
siste en una camara de tratamiento abierta que aloja un
conjunto de lémparas de vapor de mercurio., Unos tineles
se extienden longitudinalmente desde lados opuestos de la
cémara de tratamiento. El tinel de aguas arriba contiene
un inyector de gas, para introducir un gas inerte contra
el producto en movimiento, para proteger al préducto. En
tal sistema, las lémparas de vapor de mercurio se usan --
conjuntamente con mbédulos reflectores, y usualmente lag
superficies reflectoras estdn enfriadas directamente por

conduccidén. Se halld que en muchos casos saldrian vapores
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| del revestimiento, debido a excesivas temperaturas de re-

.vestimiento y sustrato, y se depositaria sobre las super-

reflectores, donde los vapores se condensarian y revesti-

- mente que los vapores que normalmenive llegarian a las su-

‘por y control de la corriente de conveccidn térmica, se po

I o » ‘ . . Haola nGm, 2

ficies reflectoras y lamparas, causando una reduccién de
la produccidn dé UV e impidiendo a veces un curado adecua
do. Habia que desarrollar un sistema para eliminar la de-
posicidn de vapores de revestimiento sobre las lémparas
de vapor de mercurio y superficies reflectoras. s
‘Se descubrid que la causa del problema era uﬁag
fuertes corrientes de conveceidn térmica que ascendian }w
desde el sustrato révestido caliente, a curar, hasta las
superficies reflectoras, mis frias, situadas detrds de -~

las lémparas, teniendo como resultado una accidén de bom-

beo térmico, bombeando vapores hasta la superficie de los

rian asi la superficie de los reflectores y/o las propias

léamparas.

Se ha desarrollado un sistema para reducir sus-
tancialmente los vapores gue llegan a las superficies re-
flectoras y 1émparas, en aparatos de curado del tipo des-
crito en general en las patentes de los EE,UU. 3.935,950

¥ 3.807.052. 3Se descubrid que se podia evitar sustancial-

perficies reflectoras lleguen a ellas, nor una combinacidn
de flujo de gas de resguardo de vapor; que fuerza a los -~
vapores a que salgan por el tinel trasero, y contr&lando

la accidn de bombeo térmico eliminando sustancialmente las
corrientes de conveccidn en la cémara de tratamiento., Se
establecid despuds que aunque la realizacidn preferida com

prendia una combinacidn de flujo de gas de resguardo de va
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Hoja niim. 3

_dia minimizar el problema controlando las corrientes de

conveccidn téymica 5010,

Un sistema de curado por radiacién, donde se mi-|
nimiza el problema de la deposicidn de vapor sobre la Op-
tica del sistema, es el objeto de la soliéitud de patente
espanola divisional de la presente. o .

Dicho sistema para curar revestimientos fotocu-

rables por radiascidn UV de lamparas de vapor de mercurio,

' comprende un re01ntQ que tiene una cémara de tratamlento

¥ un primer tunel y un segundo tlinel, estando 51tuado el
»rimer tGnel aguas arrlba de la cémara, en relacién a-un.

sustrato revestido que se mueve a través de dicho recinto,

.y estando situado el segundo tinel aguas abajo de dicha .

cdmara. La cémara de tratamiento aloja al menos una fuen-
te lineal de luz UV. La fuente de luz, usualmente una lam
para de vapor de mercurio, tiene un médulo reflector, con
un sumidero de calor enfriado por liguido, asociado con
él, para dirigir UV a la superficie del sustrato mévil. &l
liquido es tipicamente agua, o etilenglicol y agua. En el
sistema se incluye la mejora en la que el sumidero de ca-
lor enfriado por liquido rodea parcialmente a y estd sepa-
rado de la superficie del mbdulo reflector, de manera que
la dnica transmisidén de calor entre ellos es transﬁisién
de calor porAradiacién.

Segln la invencidn, los objetivos se consiguen
por un método practicado en el sistema antes descrito, que

comprende controlar la transmisién de calor por radiacidn

‘desde la superficie del médulo reflector, de manera que la

temperatura de la superficie del mbédulo reflector esté ~-

siempre a una temperatura al menos tan alta como la tempe~
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1 L ratura del revestimiento a curar.
En pn aspecto més restringido, el método com-

prende también dirigir un flujo de gas de resguardo de Va-
por, en la misma direccidn del desplazamiento del sustr;—
5 to revestido en movimiento, y ﬂacer escapar el gas de res
guardo, con sustancialmente todos los vapofes emanadog =-
del revestimiento a curar, por el tinel segundo o de sa=.
lida del sistema. El flujo de gas de resguardo de vag?p
puede ser paralelo,io se puede dirigir hacia abajo, hagia
10 la superficie del sustrato, con un -dngulo de aproximada-

mente 5 grados a aproximadamente 15 grados respecto a la’.

horizontal,
En los dibujos, la Figura 1 es un dibujo esquée
mético de un aparato tipico para efectuar el método dg'ia
15 invencién, y la Figura 2 es una seccidn tomada a lo 1a£go
de la linea A~A de la Figura 1. '
Haciendo referencia ahora a los dibujos, se mueg
tra diagraméticémente un sistema tipico para efectuar el
principio de la invencidn, que comprende una cémara 1 de
. 20 tratamiento en la que estd montada una fuente 3 de luz UV,
usualmente una serie de lémparas de vapor de mercurio de
media presidn. Ia fuente 3 de UV tiene una superficie 5
reflectora que rodea parcialmente é.dicha fuente, para di-
"rigir el UV a la superficie del sustrato que se mueve a
25 través de un tinel 7 primero o de entrada, a través de la
cémara 1 de tratamiento, donde un reveétimiento sobre el
sustrato es curado por la luz UV, y luego sale a través
de un tdnel 9 segund§ o de salida.

Se suministra gas inerte desde la camara 11 de

50 sobrepresién, y se pasa por un inyector 13, como se descri

'021.27
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|- be en la patente de los EE.UU. 3.936.950, El1 objeto de

Ho]a nim. 5

este gas descrito en tal patente es protegef'la superficie
del sustrato en mévimiehto para eliminar el oxigeno, que
iyhibe el curado., En un aspecto de la presente invencidn
se proporciona una segunda fuente de gas inerte a‘través'
de la cémara 15 de gas de resgiardo. El gas procedenfe
de esta camara se dirige paralelo a y en la misma direc—.
cién que el desplazamiento del- sustrato revestido en wovi-
m}ento por la iumbrera 17. Aunque la direccidn se mue%-:
tra como paralela, el flujo se puede dirigir hacia el sus-
trato en'movimiento, ¥y puede'formar de aproximadamente 5
grados a 15 grados con la horizontal, Este gas de res-
guardo de vapor mantiene debajo a sustancialmente todos.
los vapores gue emanan del revestimiento a medida que se
cura, ¥ los saca por arrastre por el tﬁne1_9. Es desea~
ble Que la altura (h) del tlnel 9 de salida se mayor que
la altura (E) del tinel 7 de entrada. Esto permite que
los vapores salpan de la camara de tratamiento, con y por
_debajo del gas de resguardo, mis ficilmente. Se halld —-
que los vaporses que emanan de la superficie del revesti-
miento se acumulan debajo de y elevan el flujo laminar del
gas inerte de resguardo de vapor, desde la superficie del
revestimiento, aumentando asi el espesor de la capa de flu
Jo laminar,  Asi, un tinel de salida dé altura mayor que
el tﬁﬁel de entrada facilitard el escape de los vapores .-
del sistema. Aunque se prefiere este flujo de gas de res-
guardo, se puede practicar la invencidn sin el flujo de
gas de resguardo.

' En la presente invenciodn se ha descubierto que

el sumidero 19 de calor, enfriado por agua, ha de estar --

-
[}
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— separado de la superficie 5 del mbédulo reflector de mane-

ra que solo héya transmisién de calor DoOY radiacién entre
la superficie 5 del mddulo reflector y el sumidero 19 de
cglor, Como se ha mencionado antes, se descubrid que la
causa de la deposicidén de vapor sobré las lamparas y su-
:perficies del mddulo reflector eran unss fuertes corrien-
tes de conveccidn térmica que se elevan desde el sustpa—~.
to, relativamente caliente, a la superficie del refle?%o?,
m?s fria. Se descubrid que el problema se podia minimi-,
zar controlando la temperatura de las superficies ref}épr
toras, para minimizar las corrientes de conveceién. Sin:
embargo, la manera de enfriar la superficie reflectoré éé
critica. El enfriamiento por aire o gas no es préctigo;A
debido a que se suma é las corrientes turbulentas de aifé
o gas en la cdmara de tratamiento, y agravs el problema
de bombeo por conveccidén térmica. EL método de control
de temneratura es solo de transmisidn de calor por radia-

cidn. <“sto se consigue no teniendo contacto entre las su~

.perficieé del reflector y sumidero de calor. Se obtieﬁe

un control adicional pintando o revistiendo de negro las

- superficies opuestas entre el sumidero 19 de calor y los

reflectores, para controlar la velocidad de transmisidn

de calor por radiacién entre ellas.

‘ En.una aplicacidn tipica, en la que se han de
curar losetas para suelos por el sistema de>1a invencidn,
la temperatura de las losetas puede llegar hasta aproxima-
damente 9320 (usualmente aproximadamente 602C a 779C). Un
reflecfor tipico, usado con una lémpara de vapor de mercu-
rio de 40 watios cm, alcanzard aproximadamente 2042G, lo

que es mds caliente que la temperatura de las losetas, ¥y
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1 | habrd poca o ninguna tendencia a la conveceidn térmica de
los vaporeé del revestimiento, desde la superficie de lo-
seta revestida a la sunerficie reflectora.

La operacién de la invencidn con reflectores ba
5 . jb control de temperatura también puede broporcionar una
temperatura suficientemente alta en las superficies re~
flectoras, de manera que la presidén de vapor de cualgp;er
vapor a tal temperatufa haga que el vapor que choque con-

tra la superficie reflectora se vuelva a evaporar, evitan

10 do asi la condensacidn.

’
,

/ ' El uso de los reflectores enfriados por radie~
cidn y bajo control de temperaturarofrece dos modos de
: operacién para mantener limpios los reflectores, |
' 1. Se establece un perfil favorable de temééfé-
"15 tura sobre la superficie del sustrato revestido, para ayu-
dar a que el flujo laminar en la superficie del sustrato
mantenga abajo y elimine los vapores, tan répidamente co=-
mo se desprendan del revestimiento, ¥
2. La temperatura del reflector se mantiene de
20 manera controlable a una temperatura a la que la presién
parcial del vapor es mayor que 760 mm Hg (1 atmbsfera),
para hacer gue cualquier vapor que llegue a la superficie
reflectora se vuelva a evaporarbfépidamente a la atmdsfe=
ra de la cémara, que estard limitada a la presibn parcial
25 de vapor consistente con la temperatura de la atmdsfera de
la cémara. ' .
En todos los casos de control del vapor, ia pPro-—
porcidn relativa entre temperatura del sustrato.y del re-
flector es importante, Asi, siempre se ayudard sustancial

30 - mente a la situacibén manteniendo el sustrato lo mids frio

02127
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|_posible durante las etapas de curado, para mantener la —-

presidn de vapor de los componentes voldtiles lo mis baja
posible. wsto se puede consesuir tanto enfriando el sus—

trato antes y durante el curado, como manteniendo el ni-

vel de flujo luminoso incidente lo mas bajo posible, para

minimizar la elevacidn de temperatura duran%e el curado a
solo el calor de la reaccidn exotérmica,

Aunque la invencidn se ha descrito con referan—
cia a ciertas reallzaclones preferidas para la practlca de
la inveneciébn, se debe entender que se pueden hacer modlfl-
caciones y adiciones al concepto bdsico de la 1nvenclon,,
sin salir del espiritu y 4mbito de la misma. Por eaemplo,
para minimizar la cantidad de gas inerte usada en el 51s-
tema, se puede disponer un flujo de aire de resguardo de
vapor aguas abajo de la primera cdmara de tratamiento, y
antes de una segunda cdmara de tratamiento. Anélogamente;
se'pueden disponer tineles de escape antes del tinel pri-
mero o de entrada, y después del tlhnel segundo o de sali-
da, con medios para controlar la proporcién de presidén en-
tre esos tineles, para ayudar a hacer proporcionado el -~
flujo que sale de cada tiunel de escape, con el fin de man~-
tener el flujo de gas inerte mientras se elimina lo mds

posible de los vapores,




10

"15

20

as

30

" presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pétqg

~da en ella, y teniendo un mdédulo reflector con un sumide-

l"l?jn nvim, 9

REIVINDICACIONES

/ Los puntos de invencidn propia yvnuevé que se

'te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los que -
se recogen en las reivindicaciones siguientes:

l2,~ Un método para impedir la deposicidn de
#Fpores sobre una superficie de mbdule reflector usadé:pg
ra dirigir rddiacién ultravioleta desde una fuente de ellq
a un sustrato revestido con un revestipiento a curar DOr.
tal UV, en un sistema que comprende un recinto que tiéné'
una cdmara de tratamiento y un ténel primerc y segundg,
estando situado el primer tinel aguas arriba de dicha éé;
mara en relacidn a dicho sustrato revestidp qQue se mueve
a trévéé dé dicho recinto, y estando situado el segundo
thnel aguas abajo de dicha cémara, teniendo dicha cédmara

de tratamiento al menos una fuente lineal de luz UV monta-)

ro de calor, enfriado por liquido, asociado con él, para
dirigir UV a la superficie del sustrato en movimiento; el
cual método comprende controlar la temgeratura de la su-
perficie del mddulo reflector de manera que dicha superfi-
cie esté siempre a una temneratura al menoé fen alta como
la temperatura del revestimiento a curar sobre dicho sus-
trato. |
22,~ Método ségﬁn la reivindicacidn 12, donde

la temperatura de la superficie reflectora se controla per
mitiendo que solo haya transmisién de calor por radiacidn

entre dicha superficie reflectora y dicho sumidero de ca-
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L lor enfriado por liquido. »

ga.- Hétodo segin la reivindicacién 1la, inclu~
jendo el dirigir un flujo de gas de resguardo en la misma
direccidn que el’desplazamiento del sustrato revestido en
movimiento a curar, y hacer escapar dicho gas de resguar-
do con una poreidn de los vapores que emanan de dicho re-
vestimiento a curar, por dicho segundo tinel.

48, Método segin la reivindicécién 23, domgde
dicho liquido es agua. o “ii,

54.- Método segin la reivindicacidn 22, dopdp
dicho liquido es una mezcla de agua y etilenglicol. )

62,- Método segfn la reivindicacién 12, donde
la temperatura de la superficie se mantiene a una temp;fa—
tura a la que la presién parcial de los vapores que emg;
nan del revestimiento es mayor que 760 mm Hg. . /

72,- "YUN METODO PARA IMPEDIR LA DEPOSICION DE
VAPORES SOBRE UNA SUPERFICIE DE MODULO REFLECTOR".

Tal y como se ha descrito en la Memoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompailan y c¢on
los fines que se han especificado. | '

Esta Memoria consta de diez hojas éscritas a mi-
quina po una sola cara. , '
‘ Madrid, 1&DIC19TT
V ' P.A.
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